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構造、プロセス解析レポート

製品概要と特長

STMicroelectronicsは、2021年末に第3世代の SiC MOSFET テクノロジを発表しました。

SCT040H65G3AGは、この技術を使用した最初の製品です。

   ・車載用AEC-Q101認証取得

   ・STMicroelectronicsの最新プレーナ型MOSFET

解析内容
・ トランジスタのセルピッチは、第2世代のトランジスタ (Tesla-3 モーター インバーターで使用) から 
縮小され、性能が向上している。

(1) 構造解析レポート 価格: ￥800,000(税抜） 発注後1weekで納品
・パッケージ,チップ観察

     ・SiC MOSFETの平面解析：配線接続、レイアウト構成
     ・SiC MOSFETの断面解析：セルアレイとチップエッジターミネーション
     ・SiC MOSFET SCM解析1)：チャネル、JFET、エピ層

(2) プロセス解析レポート 価格: ￥600,000(税抜) 発注後1weekで納品
・電気特性評価

     ・電気特性とデバイス構造の相関：RON解析、N-epi不純物濃度の抽出
     ・製造プロセスフロー推定とデバイス特性解析
     ・技術動向としての前世代との比較

Product ：SCT040H65G3AG 650V SiC MOSFET  Id=30A, Ron=40mΩ

1) SCM: Scanning Capacitance Microscopy: 導電性探針を用いて半導体表面を走査し、P/Nキャリア分布を二次元的に可視化する手法。
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(a) チャネル、(b) Pwell、(c) N-epi、および 
(b) (d) N-Buffer領域の詳細な濃度プロファイルを取得。
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